TEST DE AUTOEVALUACION

Aqui reunimos otros tipos de transistores que dia a dia tienen mas
importancia, bien por sus particulares caracteristicas o por su

idoneidad para ciertas aplicaciones. Nos referimos a los FET,
MOSFET, UJT, IGBT, etc.
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ll. El transistor de efecto de campo es de tipo... I

Wa)  Unipolar.

Ub) Bipolar.

Qc)  Tripolar.

Qd) Metal-6xido-semiconductor.

2. Sobre las curvas caracteristicas estdticas de drenador de un JFET canal N en fuente comin
indicadas en la figura...

(n'lll:)A m E (m ] om
Qa) Lazonales la 0hmica. e [ j :
Qb) Lazonalles la de ruptura. [ 4
Qc¢)  Lazonalll es la de corte. . o
Qd) LazonalV esla de saturacion. / E
o .
) s ©)

Sobre las curvas caracteristicas anteriores, la region 6hmica se denomina también...

Wda)  Decorte.
db)  Activa.

Uc)  De saturacion.
Ud) Lineal

4. Es falso que los JFET...

Qa)  Puedan actuar como una resistencia o como una fuente de corriente, dependiendo de la situacion de su
punto Q de funcionamiento.

Wb)  Tengan una impedancia de entrada mayor que los BIT.

Uc) Sean mads sencillos de fabricar y ocupen menos espacio en su integracion que los BJT.

dd)  Sean unidireccionales y tengan dos tipos de portadores de carga.

5. Los terminales de un JFET se denominan...

Ua) Emisor, base y colector.
Qb)  Anodo, citodo y puerta.
Uo) Drenador, puerta y surtidor.
Qd) Base 1, base 2y puerta.

6. El transistor JFET es un dispositivo controlado por...

Qa)  Tension.

Qdb)  Corriente.

Qec) Resistencia.

Qd)  Campo magnético.

7 Los transistores de efecto de campo de union...

a)  Estan dotados de dos puertas que suelen estar conectadas internamente constituyendo un Gnico terminal
exterior.

Ub)  Seconocen abreviadamente como MOSFET debido a su constitucidn interna.

Uc)  Dedoble puerta tiene un campo de aplicacion mucho més amplio que los de puerta Gnica.

Ud) No presentan ningln tipo de analogia con respecto a los BJT.
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A medida que la tension de puerta de un JFET canal N es mds negativa, el canal se hace...

da)  Mas ancho.
~Qdb)  Mias estrecho.

Qc)  Mas conductor.

Ud)  Mas largo.

9 La diferencia mas clara entre el JFET y el MOSFET de empobrecimiento es que...

da) Uno se gobierna por tension y el otro por corriente.

Ub)  EI MOSFET puede trabajar con tensiones de puerta tanto positivas como negativas.
Uc)  Las dos respuestas anteriores son ciertas.

Qd)  Encl FET el sustrato es accesible desde el exterior.

10. El circuito de polarizacion de la figura...

Qa)  Es correcto para la configuracién en surtidor comun.
Qb) Tiene la pila Vg conectada al revés.

Uc)  Estd en montaje drenador comin.

Qd)  Todas las respuestas anteriores son falsas.

11. El transistor JFET difiere del bipolar en que...

Oa) Su velocidad de conmutacion es alrededor de 10 veces menor.

Qb)  Suimpedancia de entrada es mucho menor.

Qo) Tiene mucha menos ganancia de tension.

Ud)  Para magnitudes elevadas de tension, la corriente no se mantiene constante y en aplicaciones con altas
" intensidades no presenta pérdidas.

12, En las caracteristicas de drenador de un JFET canal N de la figura se cumple que...

— Ugst L
Qa)  Vgss<Vass < Vs < Vst d Vs |
Qb)  Vasa> Vass > Vs > Vs 4 i
Uc)  Vesa= Vass = Vaos2 = Vst B L
a d) VG54 =0V //’ Ugsq
/ .
Vs )

13. La transconductancia o conductancia mutua del JFET se define como...

Al
Qa =—2L |V . =cte.

) gn AV, ’ DS

AV ¢

Qb) n = [V =cte.
g Al [ DS

Al
Qo)  g,=-—"2 |I, =cte.

AV

Al
Qad =—2_ [, =cte.

) gm AVGS ] D

14. ¢ Cudl de las siguientes ventajas de los FET sobre los BJT es falsa?

da) Su reducido tamafio que los hace idéneos en la fabricacién de circuitos integrados.
Ub)  Bajo consumo de corriente y potencia a la entrada.

Qc¢)  Elevada estabilidad frente a las variaciones de temperatura.

Ud)  Pequefia impedancia de entrada.
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15. En un JFET los terminales de surtidor y drenador son intercambiables en muchas
aplicaciones de...

Qa) Alta frecuencia.

Wb)  Baja frecuencia.

WUc)  Frecuencias intermedias.
Qd) Corriente continua.

16. Para que un JFET esté correctamente polarizado en funcionamiento normal es necesario
que...

Ua) La union diodo puerta-surtidor esté en directa
y la puerta-drenador en inversa.

Ub) La union diodo puerta-surtidor esté en inversa
y la puerta-drenador en directa.

Qc) Ambas uniones diodo deben estar en directa.

(d)  Ambas uniones diodo deben estar en inversa.

17. Para disefiar un amplificador multietapa con una elevada impedancia de entrada y una
gran ganancia de tension la mejor solucion es conectar...

da)  En la primera etapa un transistor BIT en EC y en la
segunda un JFET como seguidor de fuente.

Qb)  En la primera etapa un JFET como seguidor de fuente
y en la segunda un BJT en EC. _

Qc)  Dos transistores JFET en seguidor de surtidor, uno de =~ ' 0] l> | [> e
canal N y otro de canal P.

Ud) DosBIT en EC, el primero NPN y el segundo PNP.

18. Un transistor JFET actia como una fuente de corriente constante de valor I cuando se
cumple que la tension drenador-surtidor es...

da) Menor que la tension de estrangulamiento o contraccion.

Qb)  Mayor que la tension de ruptura.

Qo) Mayor que la tensidn de estrangulamiento y menor que la de ruptura.
ad) Nula.

19. Cuando el JFET trabaja en la zona 6hmica se cumple que:

a a) RDS = Vp/ IDSS-

Ob)  Rps= Vpsmax/ Ipss.
dc¢)  Rps=V,- Vosmax/ Ipss.
dd) Rps = Vpg max - Vp / Ings.

20. La caracteristica de transferencia de un JFET canal N se corresponde con la que aparece
en...

lo

da) El cuadrante 1. i !
Qdb) El cuadrante II.

Uc) El cuadrante I11. Vs
ad) El cuadrante TV. w v
21, En un JFET ideal sus correspondientes curvas caracteristicas de salida...

Ua)  Sesuperpondrian en la zona dhmica.

Qab) Serian horizontales en la zona de fuente de corriente.
Qo) No presentarian zona de ruptura.

@ad)  Todas las respuestas anteriores son ciertas.
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22. Para que un JFET ideal se comporte como una resistencia, su punto Q de funcionamiento
debe ser...

Ip
Qa) QI. Q1 »
Qb)) Q2.
Qc) Q3. / \ps
ad) Q4. [ \\04

23. Estableciendo analogias entre el BJT y el JFET, podemos decir que...

—* Vps

Qa) El emisor es similar a la puerta.

Qb) Labase es similar a la fuente.

Qe El colector es similar al drenador.

Qd) Ninguna de las anteriores. ’ “

24. La corriente de drenador mdxima que un JFET canal N puede conducir se produce cuando
la tension puerta-fuente es...

Jda) Cero. 1D max
@db)  Maxima negativa.
Uc)  Maxima positiva.

Q1

Qd) Infinita. TVGS 2
25. Dadas las curvas caracteristicas de salida de un JFET canal N de la figura, sabemos que...
' | |

)
Qa) Ipss= 10 mA. o g
Qb) La tension de estrangulamiento es de 30 V. 7 | )t 4
Uc) La tension de ruptura es de 5 V. . /i : J '
Qd) Todas las respuestas anteriores son ciertas. /,."" ?

/‘"n i ; b
5 30 Vg )

26. Si en la hoja de caracteristicas de un JFET canal N aparece que la tension puerta-fuente de

corte es de —6 V, sabemos que la tension de estrangulamiento valdra:

Qa) V,=0V.
Qb) V,=1V.
Uc) V,=6V.

Qd) V,=-6V.

27. Segun los datos contenidos en la curva de transferencia de un JFET de la figura,
deducimos que...

A'o (mA)
10

Q a) IDSS =5 mA.
Qb)  Vosem=—4V. Vps=15v / |°
Qc) Vps=12V. 5
Od) Rps=75KQ. 25

4 3 2 4 =Vas(V)
28. El modelo equivalente del JFET de la figura es valido cuando actia en la zona...
Ua) Ohmica. - T*
Ub) De saturacion. e R
dc)  De corte. o e Kloss Vos
Qd)  De ruptura. . CL 1 l
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29. Como transistor MOS de potencia se emplea el...

Wa)  MOSFET de enriquecimiento.

Qb) MOSFET de empobrecimiento.

Qo) Cualquiera de los dos tipos anteriores.

Qd) FET.

30. El tiempo mds corto de los que intervienen en el proceso de conmutacion de un MOS de

potencia es...

Vil
Qa)  Eltiempo de subida. -
Qb)  Eltiempo de descarga. I E
o) El tiempo de retardo. 90%‘ __________ L
ad) El tiempo de caida. ] %

10%} . ,'r ______ ';'T. = i

__T_T ¥ ¥

31. De entre las caracteristicas dindmicas de los MOS de potencia, se conoce como “tiempo de

descarga” al que...

Qa)  Tarda la corriente de drenador en pasar del 10 al 90% de su valor final.

Wb)  Transcurre desde que se anula la tension de entrada hasta que la corriente de drenador cae al 90% de su
valor inicial.

Uc¢)  Tarda la corriente de drenador en pasar del 90 al 10% de su valor final.

Qd)  Transcurre desde que se aplica la sefial de entrada hasta que la corriente de drenador alcanza el 10% de
su valor final.

32, En los transistores MOS de potencia, la capacidad pardsita responsable de los retrasos en la

da)
ub)
Uo)
dd)

conmutacion es...

e :
Cis. ; %o {
Cps ‘ L

G Ll
ol

Chgs.

33. Los transistores MOSFET...

Qa) Son FET de metal-6xido-semiconductor.
Ub)  Reciben también el nombre de IGFET.

Qe) Las dos respuestas anteriores son ciertas.
Qd)  Trabajan con elevadas intensidades de puerta.
34. La figura muestra el dibujo esquemadtico de un MOSFET canal N...
Qa)  De empobrecimiento.

Qb)  Dedeplexion.

Qc)  Las dos respuestas anteriores son ciertas.
Ud)  De enriquecimiento.

35. En la figura anterior, la puerta es el...
Qda)  Terminal L.

Qb)  Terminal IL

Qc)  Terminal 1.

Qd) Terminal IV.
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36. En los transistores MOSFET, el sustrato se suele unir internamente a...

Qa) La fuente.
Ub)  Eldrenador.
Uc)  Lapuerta.
Qd) Lacapsula.

37. El simbolo del MOSFET de acumulacion canal N es el de...

Qa) QL. - . -

Qb Q2. : %
DC) Q3 D__I% Q1 DJ%QZ Q_Jq Q3 3—‘3 Q4
Qd Q4 ; = :

38. Los transistores MOSFET de acumulacion se conocen también por el nombre de...

Qa)  MOS de empobrecimiento.

WUb)  MOS de enriquecimiento o de canal inducido.
Qc)  MOS de deplexion.

Qdd)  MOS de canal difuso.

39. En el circuito de polarizacion del MOSFET de la figura...

Ua) Si se invierte la polaridad de Vg disminuye la
corriente de cargas a través del canal:

db) Los electrones libres circulan por el canal
desde el drenador hacia la fuente.

Uc)  Observamos que no tiene la puerta aislada del
canal.

Qd) La tensién negativa de puerta Vgs controla el
ancho del canal, funcionando en estas
condiciones como un FET.

40. Un MOSFET de potencia mejora las caracteristicas de un transistor IGBT salvo en...

Qa) La maxima corriente de pico.
Qb) La capacidad de puerta.

Qc)  Laresistencia drenador-surtidor.
Qd) Lavelocidad de conmutacion.

¢ Cudl de las siguientes caracteristicas de los MOSFET frente a los BJT es falsa?

Qa) Los MOSFET resultan mas simples de excitar al no requerir corrientes de control tan elevadas.

@b)  Los MOSFET tienen una velocidad de respuesta menor, es decir, son mas lentos en conmutacion.

Qc¢) Los MOSFET tienen un coeficiente de temperatura positivo al ser la conducciéon por portadores
mayoritarios.

Qd) Los MOSFET disponen de buena capacidad para soportar sobrecargas y alta impedancia de entrada.

42. En un MOSFET de acumulacion canal N, se dice que el canal se ha estrangulado (pinch-
off) cuando...

D a) VDS = VGS — V[
ab)  Vgs<Vr

Uec) Vps< Vgs— V.
Qd) Vr<0.
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43. En el simbolo genérico del MOSFET con 4 terminales de la figura, el substrato es...

Qa) El terminal 1.
Qb)  Elterminal 2.
Qc) El terminal 3. m_J .
UJdd)  Elterminal 4.

44. El drea de operacion segura (SOAR) de un MOSFET de potencia estd limitada por...

Qa) Lalp maxima. ’ \105 .
Qb) Latension de ruptura BVpgs.

Qo) La temperatura maxima de la union.
Odd) Los tres factores anteriores.

*Vos

En un MOSFET de potencia, la mayor parte de las pérdidas de potencia se producen en...

Qa)  Elbloqueo.
Qb) La conduccién.
Uc) Laconmutacion.
Qd) Elcorte.

46. JCual de las siguientes no es una aplicacion de los MOSFET?

Qa)  Circuitos mezcladores de RF y circuitos de control automético de ganancia, CAG.
b)  Amplificacién de BF y RF con bajo ruido y poca distorsion.

Qc) Circuitos de conmutacion de potencia.

Qd)  Circuitos digitales con tecnologia TTL.

47. Al conectar en paralelo varios MOSFET de potencia...

Oa) Se reduce la Rpgon) ¥ 1a corriente a controlar aumenta.
Ob)  Aumenta la inductancia Lps.

Qc) Empeora el comportamiento térmico.

Qd) Disminuye la I.

48. El simbolo de la figura corresponde a un transistor MOSFET...

Qa) De empobrecimiento canal P de doble puerta.
Ub) De empobrecimiento canal N.

Uc)  De empobrecimiento canal P de doble sustrato. 5
Qd) De empobrecimiento canal P de doble surtidor.
49. En un transistor PMOS de enriquecimiento, a medida que la tension de la puerta es mds

negativa la corriente de drenador...

Qa) Aumenta.

Ub)  Disminuye.

Uc¢)  Novaria.

Ud) Cambia de signo.

El dioxido de silicio (SiO;) que se utiliza en la fabricacion de los MOSFET es un material...

Ha) Semiconductor de silicio dopado con impurezas donadoras.
Udb)  Semiconductor de silicio dopado con impurezas aceptadoras.
Qo) Aislante.

Qd)  Conductor metélico.
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51 Observando las curvas caracteristicas de salida de un MOSFET de empobrecimiento canal
N, se tiene que para valores positivos de Vs su funcionamiento es... '

v Vgs=+2
Qa)  Enmodo de enriquecimiento. N
Ub)  Enmodo de empobrecimiento. I Vos=*1
Qc) En modo de corte. Vas=0
Qd) Enmodo de ruptura. 1l Vgs=-1
‘Jvl' Ves=-2
| ™ Vbs
52. Si a un MOSFET de enriquecimiento canal N aplicamos una tensién nula entre puerta y

Sfuente (Vs =0)...

Qa)  Se convierte en un MOSFET de empobrecimiento canal N,

Qb) ©  Se convierte en un MOSFET de enriquecimiento canal P.

Uc)  Lacorriente de drenador es nula y el transistor esta en corte.

Ud) La capa de inversion tipo N que conecta el surtidor al drenador permite la circulacién de una corriente
de drenador méaxima.

53. En un MOSFET de enriquecimiento se define como “tension umbral” a la tension puerta-
surtidor que...

Ua) Mantiene el transistor en el corte.

Qdb)  Llevaal transistor a la zona de ruptura.

Uc)  Creala capa de inversion de tipo N que comunica el surtidor con el drenador.
Qd)  Hace trabajar al MOSFET en modo de empobrecimiento.

54. En los transistores MOSFET la delgada capa de aislamiento se puede destruir si...

Wa)  Seaplica una excesiva tension puerta-surtidor.
Ub) Se retira o inserta el dispositivo en un circuito
mientras la alimentacion estd conectada.
Qo) Se toca excesivamente con las manos el componente,
debido a la carga estatica que se deposita sobre é1.
P
ad) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

55. Un transistor MOSFET puede llegar a tener...

Qa) 3 terminales.
db) 4 terminales.
Qo) 5 terminales.
Qd)  6terminales.

56. El funcionamiento de un MOSFET de empobrecimiento es similar al del JFET cuando la
tension de puerta es...

Ua)  Positiva.

Qb)  Negativa.

Qc)  Cualquiera de las anteriores.
Qd) Enningan caso.

57. ¢ Cudl de los siguientes pardmetros se pueden encontrar en los datasheets de los MOSFET
de enriquecimiento?

a a) ID(on).
Qb))  Vesm.
Qc) VGs(on)-

Qd)  Cualquiera de las anteriores.
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58. El IGBT consiste bdsicamente en...

Ua) Dos transistores MOS imbricados.

Ub)  Un transistor PNP controlado por un MOSFET de canal N, en configuracion Darlington.
Qc)  Un tiristor en serie con un BJT.

Qd)  Un tiristor en paralelo con un diodo.

59. Los transistores de efecto de campo utilizan como portadores de carga...

Qa) Soélo electrones libres.

Ub)  Solo huecos.

Qc) Electrones libres y huecos simultdneamente.
Qd)  Electrones libres o huecos.

60. El transistor cuyo simbolo se muestra en la figura es un...

Qa)  Bipolar de puerta aislada.

Qb)  Bipolar NPN de potencia.

Qc)  NMOS de enriquecimiento. ;.,‘__J
Qd)  NPN Schottky. N

61, El transistor de efecto de campo de puerta aislada se conoce por el nombre de...
Qa) FET.
Qb)  JFET.
Qc¢) IGFET.
Qd)  APET. égf
62. Las curvas caracteristicas de la figura pertenecen a un transistor...
lc
Qa)  FET. Te
Qb) MOS.
Oc) NMOS. e
Qd) IGBT. F
63. La estructura de la figura pertenece a un...
Qa) MOS. &
Ob) IGBT. Eo—1f)
Qc¢) FET. .
Qd) UIT.

B1

64. En el IGBT el control se hace por...

Qa) Corriente.

Qb)  Tensién.

Qc) Campo magnético.
Qd)  Temperatura.

65. IGBT son las siglas del...

Qa)  Transistor MOS de potencia.

Ub)  Tiristor bidireccional gobernado por impulsos.
Uec) Triac basico de gobierno por corriente.

U d)  Transistor bipolar de puerta aislada.

10
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66. cQué capa del IGBT canal N de la figura no es estrictamente necesaria para el
Juncionamiento del dispositivo?

?c
S ? '
77
a a) Body \ N+ [\ N- } |
Ob) Drain drift. A i
Uc)  Buffer. N- <~ Drain drift
Qd) Inyeccion. N ++ Buffer
P <4~ Inyeccién
do
67. El transistor UJT se conoce también como...
Qa) PUT.
Ub)  Uniunién.
Qc¢) TUN.
Qd) UNL

68. De entre los simbolos de transistores de la figura, el correspondiente al UJT tipo N es...

Ua) Ql. : 5

Qb Q2.

Qo) Q3. i}_| af 2 -y o Q4
dd) Q4. 1 L ]
69. Observando la curva caracteristica del UJT de la figura tenemos que...

VE
Ua) El punto I se llama "valle". -
@b)  Elpunto II se llama "pico". o
Uec) La zona comprendida entre los puntos III y IV
es de resistencia negativa. =Y
Qd) Los ejes estdn permutados. " ks

70. La aplicacion mds comun del UJT es...

Ua) Generar seflales alternas senoidales de frecuencia variable.
Ub)  Generar impulsos de polaridad constante y frecuencia variable.
Uc)  Generar impulsos de polaridad variable y frecuencia constante.
Qd)  Amplificar sefiales de ruido.

71. Dado el circuito de polarizacion del UJT de la figura, éste conduce si...

Qa) Vg=0. 8s = »
Q b) VE = mn- VBB- + - 8B
Qec) Ve>n - Vgg, Ve T B1
ad Ve>1 - Vg +0,7.

) E>T - Vpp s

72, La relacion intrinseca 1 de un UJT no depende de...

Wa)  Elproceso de fabricacion.

db)  El grado de dopado.

Qdc)  Lageometria del elemento.
Qd) Las resistencias de polarizacion.

11
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73. El transistor UJT no recibe el nombre de...

Qa) Transistor de unién tinica.
Qb)  Diodo de doble base.

Uc)  Transistor monounion.
Qd) Diodo de corriente alterna.

74. Segiin las siguientes mediciones realizadas con un 6hmetro analégico al UJT tipo 2N2646,
concluimos que...

Qa)  Est en buen estado. [ Eﬁ yg;g; e g;g«»gy E8= w

Qb)  Tiene fugas. W\ NOR ¥) ybBa()= i BA+)YE() =2
f et 2 B1(+)y B2(-) = 5KQ =B2(+)yB1(-)

L?] 3)) gzi zjlecr(])a:ci(?(;ircuito : i/;/j

75. El UJT de la figura se hace conductor con una tension de pico:

*Ves
Qa) Vp=7V.
Qb) Vp=17,7V. )
Qc¢) Vp=10V. | Vea™10¥
Qd) Vvp=12V. n=07
76. El UJT del montaje de la figura estard estropeado si...
T

Qa)  El dhmetro Q; marca infinito en ambos sentidos.

[E TB]e2

db) El 6hmetro Q, marca cero en ambos sentidos.
Wc)  Las dos respuestas anteriores son ciertas.

d) El 6hmetro Q; marca lo mismo en ambos sentidos.

@

7 Segiin el circuito equivalente del transistor UJT mostrado en la figura, el pardmetro 1]
(relacion intrinseca) vale...

da) mM=Rp+Rp
Ub) N =Rg; " R
Uc) nN=Rpi/Rp
Qd) n=Re/(Rpi* Rpy).

78. Observando la curva caracteristica del UJT mostrada en la figura, la zona de saturacion
donde el transistor se comporta como un diodo conductor es la...

Qda) Zona L. Ves
db)  Zonall
Qe) Zona III.

Ud)  Ninguna. /

12
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79. Dada la constitucion interna del UJT tipo N de la figura...

Barra
semiconductora

Qa)  Elemisor, de tipo N, estd poco dopado.

Qb) La barra semiconductora es de silicio tipo P.

Qo) Los contactos de las bases son 6hmicos, no rectificadores.
Qd)  El emisor esta situado equidistante de las bases.

B1 B2
Contactos

80. Un UJT tipo N...

a)  Tiene una relacion intrinseca 1 programable por el usuario.

db) Conduce cuando la tensidn aplicada entre las dos bases (V) alcanza el llamado valor de pico.
Qc)  Tiene una zona P poco dopada en comparacion con la N.

Ud)  Sepuede bloquear si se disminuye la corriente de emisor por debajo del valor de la corriente de valle.

81. Siendo Rg, la resistencia de la barra de silicio entre el terminal de emisor y el de la base BI
de un UJT, la grdfica que define correctamente su evolucion con la intensidad de emisor
es...

RB1 “ IT

Ua) Lacurva L.

IIT

Qb) Lacurvall
de) La curva III. v
Qd) LacurvalV.

82. El circuito de la figura es equivalente a un...

c
Qa) IGBT. R
Qb)) UIT.
o) GTO. Go————l
Qd) SUS.

E
83. Los transistores de la figura son....
Qa) UIT. s o
Qb)  FET. g.
Qo) Ambos de montaje superficial. 5
Qd) MOSFET de potencia. ol
84. El transistor que en realidad tiene estructura de tiristor es el llamado...
Qa) UIT.
Q@b) PUT.
Qc¢) IGBT.
Qd) CMOS.
85. Un transistor de efecto Hall es sensible a...

Qa) Los campos eléctricos.

Ub)  Los campos magnéticos.
dec) La luz solar.

Ud) Lahumedad relativa del aire.
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